
IGBT tranzistory

-používají se jako výkonové spínací prvky do frekvencí 50-100 kHz

-mají výhody tranzistorů MOSFET z hlediska vstupu a výhody 

BJT z hlediska výstupu

- mají delší spínací časy než MOSFET



Vnitřní struktura  IGBT  (PT  &  N-Channel)



Vnitřní struktura IGBT (NPT) tranzistoru



Výstupní a převodní charakteristiky IGBT tranzistoru

Doba života minoritních nosičů v N- driftové oblasti (bázi PNP) musí být co nejdelší,

aby byl co nejmenší spád napětí na tranzistoru v otevřeném stavu. Pak ale při vypnutí

tranzistoru bude déle klesat koncentrace nosičů v N- driftové oblasti a tranzistor

bude pomalejší.



PT IGBT  (punch through)
- u kolektoru je silně dopovaná vrstva N,
která urychlí rekombinaci přebytečných
děr (sníží injekci minoritních nosičů
z kolektoru do báze)

- PT- IGBT rychleji vypíná, ale má vyšší
napětí mezi CE v sepnutém stavu

-PT IGBT vydrží v opačném směru pouze
malé napětí



Aplikace IGBT ve spínaných zdrojích s velkým 

výkonem

spínané zdroje:  zdroje pro PC, svářecí invertory, zdroje plazmatu atd.

malé výkony velké výkony



Porovnání velikosti úbytku napětí na IGBT a POWER MOSFET 

v sepnutém stavu



Spínací vlastnosti IGBT tranzistorů



Porovnání strmosti  IGBT a MOSFET



Rychlé skokové  “tvrdé spínání  MOSFET  nebo  IGBT spínače”



“Tvrdé” skokové vypínání



Buzení  MOSFET   nebo IGBT  přes oddělovací transformátor



Obnovitel stejnosměrné složky za oddělovacím  transformátorem



Zrychlení  vypnutí  spínače  PNP  tranzistorem



Přidání proudového budiče  za  generátor pulzů





Budiče  pro   IGBT a MOSFET  spínače. 

-integrované budiče schopné budit efektivne vstup IGBT/MOSFET tranzistoru

- musí být schopné dodat velký proud v pulzu na nabití kapacity CGE



Vnitřní schéma budiče  IR4426 



-spíná střídavě horní a dolní MOSFET/IGBT







Metoda zrychlení vypnutí



Budiče s oddělovacími transformatory



Spínané zdroje

- moderní a efektivní řešení
- možnost použít transformace na vysoké frekvence
- vysoké frekvence spínání malé rozměry tramsformátoru, malé filtrační kapacity
- používá se pulzně šířková modulace se zpětnou vazbou pro regulaci a stabilizaci
výstupního napětí nebo proudu případně výkonu

základní uspořádání
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